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(54) 넓은 범위의 전원전압에서 동작하는 데이터 출력 버퍼 및이를 이용하는 반도체 메모리 장치

요약

메모리 판독 동작에서 셀 데이터를 외부에 빠르게 출력시키도록 개선된 데이터 출력 버퍼가 제공된다. 본 발명에 의

한 데이터 출력 버퍼는 입력 데이터에 의해 생성된 게이트 구동 전압이 게이트에 인가되고, 드레인은 전원단자에 선

택적으로 연결되며, 소오스는 상기 데이터 출력 버퍼의 출력단자에 연결되는 제1 PMOS 트랜지스터와, 상기 전원단

자로부터 인가되는 전원전압의 중간 전압을 생성하는 중간 전압 발생부와, 상기 중간 전압이 상기 제1 PMOS 트랜지

스터의 게이트에 선택적으로 인가되도록 하는 제1 스위치와, 상기 게이트 구동 전압이 상기 제1 PMOS 트랜지스터의

게이트에 선택적으로 인가되도록 하는 제2 스위치와, 상기 제1 스위치를 제어하여 상기 중간 전압이 상기 제1 PMOS

트랜지스터의 게이트에 인가되도록 한 후에, 상기 제2 스위치를 제어하여 상기 게이트 구동 전압이 상기 제1 PMOS 

트랜지스터의 게이트에 인가되도록 하는 제어부를 구비한 것을 특징으로 한다.

대표도

도 2

색인어

전원전압, PMOS, 중간 전압, 메모리 판독, 고속

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 종래 데이터 출력 버퍼의 회로도.

도 2는 본 발명에 의한 데이터 출력 버퍼의 블록도.

도 3은 본 발명에 의한 중간전압 발생회로의 블록도.

도 4는 본 발명의 일 실시예에 의한 데이터 출력 버퍼의 회로도.

도 5는 본 발명에 의한 Vcc 레벨 검출 수단의 회로도.
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도 6은 제어신호 생성 수단의 회로도.

도 7은 본 발명에 의한 데이터 출력 버퍼에서의 신호 타이밍도.

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 데이터 출력 버퍼 및 이를 이용하는 반도체 메모리 장치에 관한 것으로서, 특히 메모리 판독 동작에서 셀 

데이터를 외부에 빠르게 출력시키도록 개선된 데이터 출력 버퍼와 관련된다. 본 발명은 슬로우 에스램(slow SRAM) 

등의 메모리 소자는 물론 비메모리 소자에도 적용하여 사용할 수 있다.

종래의 데이터 출력 버퍼는 도 1에 도시되어 있는 바와 같이, 버퍼 인에이블 신호(Poe)에 의해 제어되어 셀 데이터(s

odin)를 출력하는데, 하이 레벨의 데이터를 출력할 때는 큰 사이즈(size)를 갖는 PMOS 트랜지스터(101)의 턴온(turn

on)에 의해 출력한다. 그런데 PMOS 트랜지스터(101)는 낮은 Vcc, 낮은 온도 등의 조건에서 동작을 위한 임계전압(V

tp)이 커지므로 PMOS 트랜지스터(101)의 전류 구동능력이 떨어지게 되어, 데이터 출력시에 속도가 떨어지는 문제점

을 가지고 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서 본 발명은 하이 레벨의 셀 데이터를 큰 사이즈의 PMOS 트랜지스터를 경유하여 출력할 때도 고속으로 동작할

수 있는 데이터 출력 버퍼를 제공하는 것을 일 목적으로 한다.

또한 본 발명은 넓은 범위의 전원전압 Vcc에 대해서도 하이 레벨의 셀 데이터를 고속으로 출력할 수 있는 데이터 출

력 버퍼를 제공하는 것을 다른 목적으로 한다.

발명의 구성 및 작용

전술한 바와 같은 목적을 달성하기 위하여 본 발명은 데이터 출력 버퍼에 있어서, 입력 데이터에 의해 생성된 게이트 

구동 전압이 게이트에 인가되고, 드레인은 전원단자에 선택적으로 연결되며, 소오스는 상기 데이터 출력 버퍼의 출력

단자에 연결되는 제1 PMOS 트랜지스터와, 상기 전원단자로부터 인가되는 전원전압의 중간 전압을 생성하는 중간 전

압 발생부와, 상기 중간 전압이 상기 제1 PMOS 트랜지스터의 게이트에 선택적으로 인가되도록 하는 제1 스위치와, 

상기 게이트 구동 전 압이 상기 제1 PMOS 트랜지스터의 게이트에 선택적으로 인가되도록 하는 제2 스위치와, 상기 

제1 스위치를 제어하여 상기 중간 전압이 상기 제1 PMOS 트랜지스터의 게이트에 인가되도록 한 후에, 상기 제2 스

위치를 제어하여 상기 게이트 구동 전압이 상기 제1 PMOS 트랜지스터의 게이트에 인가되도록 하는 제어부를 구비한

것을 특징으로 한다.

상기 게이트 구동 전압이 상기 제1 PMOS 트랜지스터에 인가되기 전에는 상기 제1 PMOS 트랜지스터의 드레인과 상

기 전원단자를 끊고 있으며, 상기 게이트 구동 전압이 상기 제1 PMOS 트랜지스터에 인가되면 상기 제1 PMOS 트랜

지스터의 드레인과 상기 전원단자를 연결하는 제3 스위치를 더 구비하는 것이 바람직하다. 또한 상기 게이트 구동 전

압이 게이트에 인가되고, 드레인이 상기 전원단자에 연결되며, 소오스가 상기 데이터 출력 버퍼의 출력단자에 연결되

고, 상기 제1 PMOS 트랜지스터에 비해 상대적으로 크기가 작은 제2 PMOS 트랜지스터를 더 구비하는 것이 바람직

하다. 제2 스위치는 전송 게이트(transmission gate)로 구성된다.

중간 전압 발생부는 상기 전원전압의 레벨을 검출하는 수단과, 상기 전원단자에 연결되며, 상기 전원전압으로부터 상

이하게 강하된 복수의 강하 전압을 출력하는 전원전압 강하 수단과, 상기 전원전압 레벨 검출수단의 출력 신호에 의해

제어되며, 상기 전원전압이 클수록 상기 전원전압으로부터 더 많이 강하된 강하 전압을 상기 전원전압 강하 수단으로

부터 상기 중간 전압 발생부의 출력단자로 제공하는 스위칭 수단을 구비하고 있다.

또한 본 발명은 데이터 출력 버퍼에 있어서, 입력 데이터에 의해 생성된 게 이트 구동 전압이 게이트에 인가되고, 드

레인은 전원단자에 선택적으로 연결되며, 소오스는 상기 데이터 출력 버퍼의 출력단자에 연결되는 제1 PMOS 트랜지

스터와, 전원전압의 레벨에 따라 상기 전원전압으로부터 소정 크기의 전압이 강하된 중간 전압을 생성하는 중간 전압

발생부와, 상기 중간 전압이 상기 제1 PMOS 트랜지스터의 게이트에 선택적으로 인가되도록 하는 제1 스위치와, 상

기 게이트 구동 전압이 상기 제1 PMOS 트랜지스터의 게이트에 선택적으로 인가되도록 하는 제2 스위치와, 상기 제1

스위치를 제어하여 상기 중간 전압이 상기 제1 PMOS 트랜지스터의 게이트에 인가되도록 한 후에, 상기 제2 스위치

를 제어하여 상기 게이트 구동 전압이 상기 제1 PMOS 트랜지스터의 게이트에 인가되도록 하는 제어부와, 상기 게이

트 구동 전압이 상기 제1 PMOS 트랜지스터에 인가되기 전에는 상기 제1 PMOS 트랜지스터의 드레인과 상기 전원단

자를 끊고 있으며, 상기 게이트 구동 전압이 상기 제1 PMOS 트랜지스터에 인가되면 상기 제1 PMOS 트랜지스터의 

드레인과 상기 전원단자를 연결하는 제3 스위치와, 상기 게이트 구동 전압이 게이트에 인가되고, 드레인이 상기 전원

단자에 연결되며, 소오스가 상기 데이터 출력 버퍼의 출력단자에 연결되고, 상기 제1 PMOS 트랜지스터에 비해 상대
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적으로 크기가 작은 제2 PMOS 트랜지스터를 구비한 것을 특징으로 한다.

또한 본 발명은 반도체 메모리 장치에 있어서, 데이터를 저장하는 메모리부와, 상기 메모리부에 저장된 데이터를 출

력하는 데이터 출력 버퍼를 구비하며, 상기 데이터 출력 버퍼는 입력 데이터에 의해 생성된 게이트 구동 전압이 게이

트에 인가되고, 드레인은 전원단자에 선택적으로 연결되며, 소오스는 상기 데이터 출력 버퍼의 출력단자에 연결되는 

제1 PMOS 트랜지스터와, 전원전압의 레벨에 따라 상기 전원전압으로부터 소정 크기의 전압이 강하된 중간 전압을 

생성하는 중간 전압 발생부와, 상기 중간 전압이 상기 제1 PMOS 트랜지스터의 게이트에 선택적으로 인가되도록 하

는 제1 스위치와, 상기 게이트 구동 전압이 상기 제1 PMOS 트랜지스터의 게이트에 선택적으로 인가되도록 하는 제2

스위치와, 상기 제1 스위치를 제어하여 상기 중간 전압이 상기 제1 PMOS 트랜지스터의 게이트에 인가되도록 한 후

에, 상기 제2 스위치를 제어하여 상기 게이트 구동 전압이 상기 제1 PMOS 트랜지스터의 게이트에 인가되도록 하는 

제어부와, 상기 게이트 구동 전압이 상기 제1 PMOS 트랜지스터에 인가되기 전에는 상기 제1 PMOS 트랜지스터의 

드레인과 상기 전원단자를 끊고 있으며, 상기 게이트 구동 전압이 상기 제1 PMOS 트랜지스터에 인가되면 상기 제1 

PMOS 트랜지스터의 드레인과 상기 전원단자를 연결하는 제3 스위치와, 상기 게이트 구동 전압이 게이트에 인가되고

, 드레인이 상기 전원단자에 연결되며, 소오스가 상기 데이터 출력 버퍼의 출력단자에 연결되고, 상기 제1 PMOS 트

랜지스터에 비해 상대적으로 크기가 작은 제2 PMOS 트랜지스터를 포함한 것을 특징으로 한다.

또한 본 발명은 입력 데이터에 의해 생성된 게이트 구동 전압이 게이트에 선택적으로 인가되고, 드레인은 전원단자에

선택적으로 연결되며, 소오스는 출력단자에 연결되는 PMOS 트랜지스터를 포함하는 데이터 출력 버퍼를 구동하는 

방법에 있어서, 상기 게이트 구동 전압이 상기 PMOS 트랜지스터의 게이트에 인가되지 않도록 한 상태에서 상기 전원

단자로부터 인가되는 전원전압의 중간 전압을 생성하여 상기 PMOS 트랜지스터의 게이트에 인가하는 단계와, 상기 

중간 전압이 상기 PMOS 트랜지 스터의 게이트에 인가되지 않도록 한 상태에서 상기 게이트 구동 전압이 상기 PMOS

트랜지스터의 게이트에 인가되도록 하는 단계를 구비한 것을 특징으로 한다.

상기 게이트 구동 전압이 상기 PMOS 트랜지스터의 게이트에 인가되기 전에는 상기 PMOS 트랜지스터의 드레인과 

상기 전원단자를 끊고 있으며, 상기 게이트 구동 전압이 상기 PMOS 트랜지스터에 인가되면 상기 PMOS 트랜지스터

의 드레인과 상기 전원단자를 연결하는 단계를 더 구비하는 것이 바람직하다.

상기 중간 전압을 생성하는 단계는 상기 전원전압의 레벨을 검출하여 레벨 제어 신호를 생성하는 과정과, 상기 전원

전압으로부터 상이하게 강하된 복수의 강하 전압을 출력하는 과정과, 상기 레벨 제어 신호에 따라 상기 전원전압이 

클수록 상기 전원전압으로부터 더 많이 강하된 강하 전압을 출력하는 과정에 의해 수행된다.

전술한 바와 같은 구성상의 특징을 갖는 본 발명에 의하면, 하이 레벨의 셀 데이터를 출력할 경우에 데이터를 출력하

기 전에 큰 사이즈를 갖는 PMOS 트랜지스터의 게이트에 Vcc/2 보다 낮은 전압이 인가되도록 한다. 종래에는 PMOS 

트랜지스터의 게이트 전압이 Vcc로부터 GND로 변동했으나, 본 발명에 의하면 Vcc보다 낮은 전압에서 GND로 변동

하므로 PMOS 트랜지스터를 턴온 시키는 속도가 향상된다. 또한 높은 레벨의 Vcc나 낮은 레벨의 Vcc에서도 하이 레

벨의 데이터를 출력할 때 데이터 출력 전에 Vcc/2보다 낮은 전압이 PMOS 트랜지스터의 게이트에 인가되도록 하므

로 넓은 범위의 Vcc에서도 고속 동작이 가능하다.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 일 실시예를 상세히 설명한다. 도 면에서 동일한 참조부호는 동일 또는 유사

한 구성요소를 가리킨다.

먼저 도 2는 본 발명에 의한 데이터 출력 버퍼의 블록도이다. 도 2에 도시되어 있는 바와 같이 본 발명에 의한 데이터 

출력 버퍼(200)는 데이터 출력부(201)와 중간전압 발생부(203)와 제1 스위치(205)와 제2 스위치(207)와 제어부(20

9)와 제3 스위치 등을 구비하고 있다. 도 2에서 PMOS 트랜지스터(101)가 데이터 출력부(201) 외부에 위치하는 것으

로 도시되어 있으나, 실제 PMOS 트랜지스터(101)는 데이터 출력부(201)의 일 구성요소이다. 본 발명이 PMOS 트랜

지스터(101)의 성능 개선에 있으므로 별도로 도시한 것이다.

도 2에서 sodin은 메모리 셀 등으로부터 출력되는 데이터 신호를 가리킨다. 제1 제어신호(Peq)는 어드레스가 바뀔 

때나, 기록 인에이블 신호(/WE)가 디스에이블 될 때, 또는 칩 선택 신호(/CS)가 인에이블 될 때 짧은 폭을 갖는 펄스

로 데이터 출력 버퍼의 외부에서 생성되어 제1 스위치(205)의 개폐를 제어하며, 제어부(209)에 입력되어 제2 제어신

호(Poe)와 제3 제어신호(Poeb1)를 생성하는데 이용된다. 제2 제어신호(Poe)는 데이터 출력부(201)를 동작시키는 신

호로서, 제1 제어신호(Peq)를 이용하여 제어부(209)에서 생성된다. 제2 제어신호(Poe)는 제1 제어신호(Peq)가 지연

되고 늘어진 모양을 가지고 있다. 제3 제어신호(Poeb1)는 도 5와 관련하여 상술되는 바와 같이 제2 제어신호(Poe)의

끝단을 검출하는 짧은 폭의 펄스이다.

먼저 PMOS 트랜지스터(101)의 게이트는 제2 스위치(207)를 경유하여 데이터 출력부(201)의 게이트 구동 단자(gd)

에 연결된다. 게이트 구동 단자(gd)로부터 출 력되어 PMOS 트랜지스터(101)의 게이트를 구동하는 전압을 이하 "게

이트 구동 전압"이라고 한다. 게이트 구동 전압(Vgd)은 입력 데이터(sodin)와 제2 제어신호(Poe)에 의해 데이터 출력

부(201)에서 생성되어 PMOS 트랜지스터(101)의 게이트에 선택적으로 인가된다. 인가 여부는 제2 스위치(207)의 개

폐에 의해 제어된다. PMOS 트랜지스터(101)의 드레인은 제3 스위치(211)를 경유하여 전원단자에 연결되어 있다. 따

라서 전원단자로부터 제공되는 전원전압은 제3 스위치(211)의 개폐에 의해 선택적으로 PMOS 트랜지스터(101)의 

드레인에 인가된다. PMOS 트랜지스터(101)의 소오스는 데이터 출력 버퍼(200)의 출력단자(dout)에 연결되어 있다.

중간 전압 발생부(203)는 전원전압(Vcc)의 레벨에 대해 대략 중간 정도의 전압을 생성하여 제1 스위치(205)의 개폐

에 의하여 PMOS(101)의 게이트(G1)에 선택적으로 제공한다. 구체적인 구성에 대해서는 도 3과 관련하여 상술한다.

제3 스위치(211)는 게이트 구동 전압(Vgd)이 제1 PMOS 트랜지스터(101)의 게이트에 인가되기 전에는 제1 PMOS 

트랜지스터(101)의 드레인(D)과 전원단자 사이를 끊고 있으며, 게이트 구동 전압(Vgd)이 제1 PMOS 트랜지스터(10

1)의 게이트(G)에 인가되면 제1 PMOS 트랜지스터(101)의 드레인(D)과 전원단자가 연결되도록 한다. 제3 스위치(21

1)는 제2 제어신호(Poe)에 의해 제어되며, 중간전압 발생부(203)로부터 인가되는 중간전압에 의해 PMOS 트랜지스
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터(101)의 게이트(G)에 축적되는 전하가 PMOS 트랜지스터(101)를 경유하여 전원단자 쪽으로 흐르는 것을 방지하는

역할을 한다.

PMOS 트랜지스터(213)는 그 게이트(G2)에 게이트 구동 전압(Vgd)이 인가되 고, 그 드레인(D2)은 전원단자에 연결

되어 있으며, 그 소오스(S2)는 출력단자(dout)에 연결되어 있다. PMOS 트랜지스터(213)는 PMOS 트랜지스터(101)

에 비해 상대적으로 크기가 작다. 제3 스위치(211)에 의한 전압 강하에 의해 PMOS 트랜지스터(101)의 소오스(S1)로

부터 출력되는 전압이 Vcc 가 안되므로, 출력단자(dout)로부터 출력되는 전압이 Vcc 가 되도록 하기 위하여 PMOS 

트랜지스터(213)가 필요하다.

제어부(209)는 외부로부터 인가되는 제1 제어신호(Peq)를 이용하여 적절한 폭과 타이밍을 갖는 제2 제어신호(Poe)

와 제3 제어신호(Poeb1)를 생성하여 각 부분에 인가함으로써 데이터 출력 버퍼(200) 전체의 동작을 제어한다. 제어

부(209)에 의해 수행되는 제어의 요점은 제1 스위치(205)를 제어하여 중간 전압 발생부(203)로부터 생성된 중간 전

압이 PMOS 트랜지스터(101)의 게이트에 먼저 인가되도록 한 후에, 다음에 제2 스위치(207)를 제어하여 게이트 구동

전압(Vgd)이 PMOS 트랜지스터(101)의 게이트에 인가되도록 함으로써 입력 데이터(sodin)를 버퍼링한다는 것이다.

도 3은 본 발명에 의한 중간전압 발생회로의 블록도이다. 도 3에 도시되어 있는 바와 같이 본 발명에 의한 중간전압 

발생회로(203)는 전원전압 레벨 검출부(301)와 스위치부(303)와 전원전압 강하부(305)라는 구성요소로 이루어진다.

이 구성요소의 구체적인 회로 구성과 구성요소간의 연결관계는 도 4 및 도 5를 참조하여 상세히 설명된다. 중간전압 

발생회로(203)는 전원전압(Vcc)의 대략 중간 전압을 생성하여 제1 스위치(205)의 개폐에 의하여 PMOS(101)의 게

이트(G1)에 선택적 으로 제공하는 역할을 한다. 전원전압 레벨 검출부(301)는 전원전압(Vcc)의 레벨을 검출하여 전

원전압 레벨 검출신호(vref1, vref2, vref3)를 출력한다. 전원전압 강하 수단(305)은 Vcc 전원전압을 공급하는 전원

단자에 연결되어 있으며, Vcc로부터 상이하게 강하된 복수의 강하 전압(Vm1, Vm2, Vm3)을 출력한다. 스위칭부(30

3)는 전원전압 레벨 검출수단의 출력 신호(vref1, vref2, vref3)에 의해 제어되며, 전원전압(Vcc)이 클수록 전원전압(

Vcc)으로부터 더 많이 강하된 강하 전압이 출력단자(mout)로 출력되도록 한다.

도 4는 본 발명의 일 실시예에 의한 데이터 출력 버퍼의 회로도이다. 도 4에서 vref 신호는 전술한 바와 같이 중간전

압 발생회로(203)의 전원전압 레벨 검출부(301)에서 생성되는 신호로서 Vcc의 레벨을 검출한 결과를 나타낸다. 본 

실시예에서 vref1 신호는 Vcc가 1.6V 보다 클 때 하이 레벨을 갖으며, Vcc가 1.6V 이하이면 로우 레벨을 갖는다. vr

ef2 신호는 Vcc가 2.1V 보다 클 때 하이 레벨을 갖으며, Vcc가 2.1V 이하이면 로우 레벨을 갖는다. vref3 신호는 Vc

c가 2.6V 보다 클 때 하이 레벨을 갖으며, Vcc가 2.6V 이하이면 로우 레벨을 갖는다.

예를 들어 Vcc가 1.6V 이하이면 (vref1, vref2, vref3)은 (L, L, L)으로 되어 3개의 NAND(401, 403, 405)의 출력(v

refout1, vrefout2, vrefout3)이 (H, H, H)로 된다. 그러나 Vcc가 1.6V에서 2.1V이면 (vref1, vref2, vref3)이 (H, L,

L)로 되어 NAND(401)의 출력(vrefout1)만이 L로 되며 나머지 NAND(403, 405)의 출력(vrefout2, vrefout3)은 (H,

H)으로 된다. 이때 vrefout1이 PMOS(407)을 턴온 시켜 노드(n41)는 Vcc가 1.8V이고 Vtn이 0.7V라는 가정 하에 1.

1V가 되고, 이 전압 레벨이 PMOS 트랜지스터(101)의 게이트(G1)에 입력된다.

또한 Vcc가 2.1V에서 2.6V 사이에서는 vref1과 vref2가 H로 되고 vref3이 L로 되어 vrefout2만 L로 되어 PMOS(4

09)를 턴온 시켜 노드(n41)는 Vcc가 2.5V일 때 1.1V가 된다. 그리고 나머지 vrefout1, 3은 H로 되어 PMOS(407, 4

11)를 오프 시킨다. Vcc가 2.6V 이상인 경우에는 마찬가지로 vrefout3이 L로 되어 PMOS(411)를 온 시켜 Vcc가 3.

0V일 때 노드(n41)는 0.9V가 된다. 지금까지는 PMOS 트랜지스터(101)의 게이트에 인가되는 중간전압에 대해서만 

기술하였으나, 본 회로의 전체적인 동작은 이하에서 도 6의 신호 파형도를 참조하여 설명하겠다.

도 5는 본 발명에 의한 Vcc 레벨 검출 수단의 회로도이다. 도 5a에 도시된 회로는 전원전압 Vcc가 기준전압 2.6V 보

다 크면 출력신호(vref)로서 하이 레벨을 출력하고, 전원전압 Vcc가 기준전압 2.6V 이하이면 출력신호(vref)로서 로

우 레벨을 출력한다. 도 5a에 도시된 회로의 출력신호(vref)가 도 4의 vref3에 해당한다. 기준전압의 조정은 PMOS 

트랜지스터(501, 503, 505)와 NMOS 트랜지스터(507, 509, 511)의 배선을 조금씩 변경하여 PMOS 트랜지스터와 N

MOS 트랜지스터 사이의 상대적인 크기를 조정하므로써 이루어진다. 도 5b는 기준전압이 1.6V인 경우에 도 5a의 점

선 부분을 대체하는 회로 구성으로서, 이 회로의 출력신호가 도 3의 vref1에 해당한다. 도 5c는 기준전압이 2.1V인 

경우로서, 이 회로의 출력신호가 도 3의 vref2에 해당한다.

도 5a에 도시된 회로의 구체적인 동작을 설명하면, 먼저 제1 제어신호(Peq)가 입력에 의해 PMOS 트랜지스터(513)

가 턴온 되며, PMOS 트랜지스터(515)와 저항(517)에 의해 노드(n51)에 일정한 레벨의 전압이 걸린다. PMOS 트랜

지스터(501, 503, 505)와 NMOS 트랜지스터(507, 509, 511)에 의해 형성된 논리 임계전압(logic Vt)에 의해 노드(n

51)에 걸린 전압은 노드(n53)에 하이 또는 로우 레벨의 전압이 걸리도록 한다. 노드(n53)에 걸린 전압 레벨을 NAND

(517, 519)로 고정하고 전원전압 레벨 검출신호(vref)라는 신호를 생성한다.

도 6은 제어신호를 생성하는 수단의 회로도로서, 도 2에 도시된 제어부(209) 내에 위치한다. 제2 제어신호(poe)를 입

력으로 하고, 주로 RC 지연부(601, 603)를 이용하여 제3 제어신호(poeb1)를 생성한다.

먼저 제2 제어신호(poe)가 입력되면 노드(n61, n62)에는 도 6에 도시된 바와 같은 파형의 신호가 각각 나타나고, 이 

두 신호에 대해 NAND 게이트(605)에서 NAND 논리 연산이 수행되므로써 노드(n63)에는 도 6에 도시된 바와 같이 

제2 제어신호(poe)의 끝단을 검출하는 짧은 폭의 펄스가 나타난다. 노드(n63)에 나타나는 신호를 입력으로 하여 주로

RC 지연부(603)에서의 지연 동작에 의해 노드(n63)에 나타나는 신호를 조금 늘린 모양의 제3 제어신호(poeb1)를 생

성한다.

도 7은 본 발명에 의한 데이터 출력 버퍼에서의 신호 타이밍도이다. 도 4에 도시된 전체 데이터 출력 버퍼의 회로도를

함께 참조하면서 본 실시예에 의한 데이터 출력 버퍼의 전체의 동작을 설명한다. 예를 들어 Vcc는 3.0V이고, Vtn과 

Vtp 모두 0.7V이며 하이 레벨의 셀 데이터를 2번 출력하는 것을 가정한다.
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먼저 (t0∼t1)에서, peq 신호가 H로 되면서 NOR 게이트(413)의 출력이 L로 되면서 PMOS(415)을 열어 주어 노드(n

41)의 전압 0.9V가 노드(n45)에 전달된다. 이 때 poe 신호가 L 이므로 PMOS(417)와 NMOS(419)가 오프 되므로 노

드(gd)와 노드(n45)는 분리(isolation)되고, 또한 노드(n45)의 전하는 NMOS(421)에 의해 Vcc로 가는 전류 경로가 

막히기 그 상태를 그대로 유지한다. 이 구간동안 poe 신호에 의해 노드(gd)는 H로 된다.

다음 (t1∼t2)에서는 Peq 신호가 L로 되면서 NOR 게이트(413)의 출력이 H로 되어 PMOS(415)가 오프 되고, 노드(n

45)는 0.9V를 그대로 유지한다. 또한 (t0∼t1)에서와 마찬가지로 노드(gd)와 노드(n45)가 분리되어 이전 상태를 그대

로 유지한다.

다음 (t2∼t3)에서는 poe 신호가 H로 되면서 인버터(423)의 출력이 H로 되어 NMOS(425, 427, 429)를 턴온 시키고,

또한 전송 게이트(417, 419)를 열어 주어 노드(gd)와 노드(n45)가 연결된다. 따라서 노드(gd)에 부착되어 있는 NMO

S(425, 427, 429)의 온으로 노드(gd)와 노드(n45)가 GND로 된다. 노드(gd)의 커패시턴스가 노드(n45)의 노드 커패

시턴스보다 작기 때문에 노드(gd)가 이전 시간 구간에서 Vcc이었다고 하더라도 그 시간에 충전된 전하량은 작으므로

NMOS(425, 427, 429)를 경유하여 GND로 빠르게 전하를 빼낼 수가 있다. 노드(n45)는 큰 커패시턴스를 가지고 있

지만, 0.9V라는 작은 전압이 인가되어 있었으므로 작은 양의 전하로 충전되어 있어서 전송 게이트(417, 419)를 경유

하여 방전되는 데에는 큰 시간이 걸리지 않는다. 따라서 노드(n45)를 빠르게 GND로 만들어 큰 사이즈의 PMOS(101)

를 빠르게 구동할 수 있어 속도를 향상시키는 효과가 있다. 또한 이 PMOS(101)에 의해서는 NMOS(421)로 인해 Vcc

까지 구동할 수 없고 (Vcc-Vtn)까지만 구동할 수 있으므로 작 은 사이즈의 PMOS(431)를 출력단(dout)에 더 추가함

으로써 출력전압을 Vcc까지 올려 준다.

다음 (t3∼t4)에서는 poe 신호가 L로 디스에이블 되는 구간이므로 이 구간에서는 전송 게이트(417, 419)에 의해 노

드(gd)와 노드(n45)가 분리되고, poeb1의 H로써 PMOS(415)를 온 시켜서 노드(n45)를 0.9V로 충전시킨다. 그리고 

노드(gd)는 poe 신호가 L로 되면서 PMOS(433)를 온 시켜서 H로 된다.

다음 (t4∼t5)에서는 poeb1이 L로 되면서 노드(n45)가 노드(n41)와 분리되고, 나머지 노드(gd)는 이전 상태를 그대

로 유지한다. 다음 t5 이후의 구간은 전술한 바와 동일하다.

지금까지의 기재는 본 발명을 구체화하는 실시예에 관한 것으로서, 본 발명의 권리범위를 한정하려는 것은 아니다. 

따라서 당업자들은 실시예에 관련하여 기술된 구성에 대해 다양한 변형이나 변경이 본 발명의 권리범위 안에서 이루

어질 수 있음을 주목해야 한다. 본 발명의 권리범위는 원칙적으로 후술하는 특허청구범위에 의하여 정하여진다.

발명의 효과

전술한 바와 같은 본 발명에 의하면, 하이 레벨의 셀 데이터를 출력할 경우에 데이터를 출력하기 전에 큰 사이즈를 갖

는 PMOS 트랜지스터의 게이트에 Vcc/2 보다 낮은 전압이 인가되도록 한다. 종래에는 PMOS 트랜지스터의 게이트 

전압이 Vcc로부터 GND로 변동했으나, 본 발명에 의하면 Vcc보다 낮은 전압에서 GND로 변동하므로 PMOS 트랜지

스터를 턴온 시키는 속도가 향상된다. 또한 높은 레벨의 Vcc나 낮은 레벨의 Vcc에서도 하이 레벨의 데이터를 출력할

때 데이터 출력 전에 Vcc/2보다 낮은 전압이 PMOS 트랜지스터의 게이트에 인가되도록 하므로 넓은 범위의 Vcc에서

도 고속 동작이 가능하다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
데이터 출력 버퍼에 있어서,

입력 데이터에 의해 생성된 게이트 구동 전압이 게이트에 선택적으로 인가되고, 드레인은 전원단자에 선택적으로 연

결되며, 소오스는 상기 데이터 출력 버퍼의 출력단자에 연결되는 제1 PMOS 트랜지스터와,

상기 전원단자로부터 인가되는 전원전압의 중간 전압을 생성하는 중간 전압 발생부와,

상기 중간 전압이 상기 제1 PMOS 트랜지스터의 게이트에 선택적으로 인가되도록 하는 제1 스위치와,

상기 게이트 구동 전압이 상기 제1 PMOS 트랜지스터의 게이트에 선택적으로 인가되도록 하는 제2 스위치와,

상기 제1 스위치를 제어하여 상기 중간 전압이 상기 제1 PMOS 트랜지스터의 게이트에 인가되도록 한 후에, 상기 제

2 스위치를 제어하여 상기 게이트 구동 전압이 상기 제1 PMOS 트랜지스터의 게이트에 인가되도록 하는 제어부를

구비한 것을 특징으로 하는 데이터 출력 버퍼.

청구항 2.
제1항에 있어서,

상기 게이트 구동 전압이 상기 제1 PMOS 트랜지스터에 인가되기 전에는 상기 제1 PMOS 트랜지스터의 드레인과 상

기 전원단자를 끊고 있으며, 상기 게이트 구동 전압이 상기 제1 PMOS 트랜지스터에 인가되면 상기 제1 PMOS 트랜

지스터의 드레인과 상기 전원단자를 연결하는 제3 스위치를 더 구비한 것을 특징으로 하는 데이터 출력 버퍼.

청구항 3.
제1항에 있어서,

상기 게이트 구동 전압이 게이트에 인가되고, 드레인이 상기 전원단자에 연결되며, 소오스가 상기 데이터 출력 버퍼의

출력단자에 연결되고, 상기 제1 PMOS 트랜지스터에 비해 상대적으로 크기가 작은 제2 PMOS 트랜지스터를 더 구비

한 것을 특징으로 하는 데이터 출력 버퍼.

청구항 4.
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제1항에 있어서,

상기 중간 전압 발생부는

상기 전원전압의 레벨을 검출하는 수단과,

상기 전원단자에 연결되며, 상기 전원전압으로부터 상이하게 강하된 복수의 강하 전압을 출력하는 전원전압 강하 수

단과,

상기 전원전압 레벨 검출수단의 출력 신호에 의해 제어되며, 상기 전원전압이 클수록 상기 전원전압으로부터 더 많이

강하된 강하 전압을 상기 전원전압 강하 수단으로부터 상기 중간 전압 발생부의 출력단자로 제공하는 스위칭 수단을

구비한 것을 특징으로 하는 데이터 출력 버퍼.

청구항 5.
제1항에 있어서,

상기 제2 스위치는 전송 게이트(transmission gate)로 구성된 것을 특징으로 하는 데이터 출력 버퍼.

청구항 6.
데이터 출력 버퍼에 있어서,

입력 데이터에 의해 생성된 게이트 구동 전압이 게이트에 선택적으로 인가되고, 드레인은 전원단자에 선택적으로 연

결되며, 소오스는 상기 데이터 출력 버퍼의 출력단자에 연결되는 제1 PMOS 트랜지스터와,

상기 전원단자로부터 인가되는 전원전압의 레벨에 따라 상기 전원전압으로부터 소정 크기의 전압이 강하된 중간 전

압을 생성하는 중간 전압 발생부와,

상기 중간 전압이 상기 제1 PMOS 트랜지스터의 게이트에 선택적으로 인가되도록 하는 제1 스위치와,

상기 게이트 구동 전압이 상기 제1 PMOS 트랜지스터의 게이트에 선택적으로 인가되도록 하는 제2 스위치와,

상기 제1 스위치를 제어하여 상기 중간 전압이 상기 제1 PMOS 트랜지스터의 게이트에 인가되도록 한 후에, 상기 제

2 스위치를 제어하여 상기 게이트 구동 전압이 상기 제1 PMOS 트랜지스터의 게이트에 인가되도록 하는 제어부와,

상기 게이트 구동 전압이 상기 제1 PMOS 트랜지스터에 인가되기 전에는 상기 제1 PMOS 트랜지스터의 드레인과 상

기 전원단자를 끊고 있으며, 상기 게이트 구동 전압이 상기 제1 PMOS 트랜지스터에 인가되면 상기 제1 PMOS 트랜

지스터의 드레인 과 상기 전원단자를 연결하는 제3 스위치와,

상기 게이트 구동 전압이 게이트에 인가되고, 드레인이 상기 전원단자에 연결되며, 소오스가 상기 데이터 출력 버퍼의

출력단자에 연결되고, 상기 제1 PMOS 트랜지스터에 비해 상대적으로 크기가 작은 제2 PMOS 트랜지스터를

구비한 것을 특징으로 하는 데이터 출력 버퍼.

청구항 7.
제6항에 있어서,

상기 중간 전압 발생부는

상기 전원전압의 레벨을 검출하는 수단과,

상기 전원단자에 연결되며, 상기 전원전압으로부터 상이하게 강하된 복수의 강하 전압을 출력하는 전원전압 강하 수

단과,

상기 전원전압 레벨 검출수단의 출력 신호에 의해 제어되며, 상기 전원전압이 클수록 상기 전원전압으로부터 더 많이

강하된 강하 전압을 상기 전원전압 강하 수단으로부터 상기 중간 전압 발생부의 출력단자로 제공하는 스위칭 수단을

구비한 것을 특징으로 하는 데이터 출력 버퍼.

청구항 8.
반도체 메모리 장치에 있어서,

데이터를 저장하는 메모리부와,

상기 메모리부에 저장된 데이터를 출력하는 데이터 출력 버퍼를

구비하며,

상기 데이터 출력 버퍼는

상기 메모리부로부터 입력되는 데이터에 의해 생성된 게이트 구동 전압이 게이트에 인가되고, 드레인은 전원단자에 

선택적으로 연결되며, 소오스는 상기 데이터 출력 버퍼의 출력단자에 연결되는 제1 PMOS 트랜지스터와,

전원전압의 레벨에 따라 상기 전원전압으로부터 소정 크기의 전압이 강하된 중간 전압을 생성하는 중간 전압 발생부

와,

상기 중간 전압이 상기 제1 PMOS 트랜지스터의 게이트에 선택적으로 인가되도록 하는 제1 스위치와,

상기 게이트 구동 전압이 상기 제1 PMOS 트랜지스터의 게이트에 선택적으로 인가되도록 하는 제2 스위치와,

상기 제1 스위치를 제어하여 상기 중간 전압이 상기 제1 PMOS 트랜지스터의 게이트에 인가되도록 한 후에, 상기 제

2 스위치를 제어하여 상기 게이트 구동 전압이 상기 제1 PMOS 트랜지스터의 게이트에 인가되도록 하는 제어부와,

상기 게이트 구동 전압이 상기 제1 PMOS 트랜지스터에 인가되기 전에는 상기 제1 PMOS 트랜지스터의 드레인과 상

기 전원단자를 끊고 있으며, 상기 게이트 구동 전압이 상기 제1 PMOS 트랜지스터에 인가되면 상기 제1 PMOS 트랜

지스터의 드레인과 상기 전원단자를 연결하는 제3 스위치와,

상기 게이트 구동 전압이 게이트에 인가되고, 드레인이 상기 전원단자에 연결되며, 소오스가 상기 데이터 출력 버퍼의

출력단자에 연결되고, 상기 제1 PMOS 트랜지스터에 비해 상대적으로 크기가 작은 제2 PMOS 트랜지스터를

포함한 것을 특징으로 하는 반도체 메모리 장치.

청구항 9.
입력 데이터에 의해 생성된 게이트 구동 전압이 게이트에 선택적으로 인가되고, 드레인은 전원단자에 선택적으로 연



등록특허  10-0412134

- 7 -

결되며, 소오스는 출력단자에 연결되는 PMOS 트랜지스터를 포함하는 데이터 출력 버퍼를 구동하는 방법에 있어서,

상기 게이트 구동 전압이 상기 PMOS 트랜지스터의 게이트에 인가되지 않도록 한 상태에서 상기 전원단자로부터 인

가되는 전원전압의 중간 전압을 생성하여 상기 PMOS 트랜지스터의 게이트에 인가하는 단계와,

상기 중간 전압이 상기 PMOS 트랜지스터의 게이트에 인가되지 않도록 한 상태에서 상기 게이트 구동 전압이 상기 P

MOS 트랜지스터의 게이트에 인가되도록 하는 단계를

구비한 것을 특징으로 하는 데이터 출력 버퍼의 구동 방법.

청구항 10.
제9항에 있어서,

상기 게이트 구동 전압이 상기 PMOS 트랜지스터의 게이트에 인가되기 전에는 상기 PMOS 트랜지스터의 드레인과 

상기 전원단자를 끊고 있으며, 상기 게이트 구동 전압이 상기 PMOS 트랜지스터에 인가되면 상기 PMOS 트랜지스터

의 드레인과 상기 전원단자를 연결하는 단계를 더 구비한 것을 특징으로 하는 데이터 출력 버퍼의 구동 방법.

청구항 11.
제9항에 있어서,

상기 중간 전압을 생성하는 단계는

상기 전원전압의 레벨을 검출하여 레벨 제어 신호를 생성하는 과정과,

상기 전원전압으로부터 상이하게 강하된 복수의 강하 전압을 출력하는 과정과,

상기 레벨 제어 신호에 따라 상기 전원전압이 클수록 상기 전원전압으로부터 더 많이 강하된 강하 전압을 출력하는 

과정을

구비한 것을 특징으로 하는 데이터 출력 버퍼의 구동 방법.

도면

도면1
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도면2

도면3
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도면4
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도면5a

도면5b
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도면5c

도면6
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도면7
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